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Streszczenie

Niniejsza rozprawa doktorska jest cyklem czterech publikacji poswigconych badaniu
zjawisk elektronowych na zlaczu azotek galu (GaN)/powietrze, GaN/krysztat van der Waals’a 1
GaN/perowskit metodami spektroskopii elektromodulacyjnej, a w szczeg6lnosci bezkontaktowego
elektroodbicia. Badanie transferu nosnikow przez powierzchni¢ GaN 1 jego zlacza z nowoczesnymi
materiatami jest gtbwnym problemem badawczym podejmowanym w tej pracy.

Pierwszy rozdziat stanowi zwigzle wprowadzenie w tematyke 1 opis badanych materiatow.
Kolejna, gtéwna czgs¢ rozprawy, sklada si¢ z czterech rozdziatow odpowiadajacych poszczegdlnym
publikacjom.

W drugim rozdziale, przyblizajacym stosowang metodologi¢ eksperymentalng, oméwiono
wpltyw efektu fotowoltaicznego na wbudowane pole elektryczne przy powierzchni GaN. Ponadto
zoptymalizowano warunki pomiarowe i przedstawiono architektur¢ podlozy z kontrolowanym
rozkladem wbudowanego pola elektrycznego, gdyz stanowig one punkt wyjscia do badan
prezentowanych w dalszych pracach.

Trzeci rozdzial przedstawia badania zlgcza h-BN/GaN. Poprzez wyniki uzyskane z
pomiaréw elektromodulacyjnych wykazano, ze h-BN powoduje wzrost powierzchniowej bariery
potencjatu na powierzchni GaN, co wskazuje na przesuni¢cie powierzchniowego poziomu
Fermiego w glab przerwy energetycznej GaN. Zostatlo to wytlumaczone poprzez transfer
elektronow z powierzchniowych stanéw GaN do natywnych stanow akceptorowych w h-BN.
Ponadto, wykorzystujac badane zlacze zbudowano diod¢ Schottky’ego, ktdrej charakterystyki
pradowo-napieciowe pozwolity na pozytywna weryfikacje wynikow pomiaréw optycznych.

W rozdziale czwartym analizowany jest transfer no$nikow na ztagczu MAPDI3/GaN, gdzie
MA = CH3NH;*. Pokazano, ze jego kierunek zalezny jest od potozenia poziomu Fermiego na
powierzchni GaN. Ponadto zaprezentowano szybki, dzialajacy w szerokim zakresie spektralnym
oraz samozasilajacy fotodetektor na bazie tegoz zlacza.

W piatym rozdziale opisano temperaturowa zalezno$¢ powierzchniowej bariery potencjatu
w GaN. Poprzez analiz¢ porownawczg materiatow takich jak GaN i1 GaAs oraz struktury h-BN/GaN
1 grafen/GaN zaproponowano mechanizm indukowanej temperaturowo redystrybucji no$nikow na
powierzchni GaN jako odpowidzialny za obserwowang zalezno$¢.

W efekcie, w niniejszej rozprawie potwierdzono hipotezg, ze metodologia laczaca
wykorzystanie struktur GaN z kontrolowanym rozkladem wbudowanego pola elektrycznego 1
spektroskopie bezkontaktowego elektroodbicia, ma pelne zastosowanie do badania zjawisk
elektronowych na powierzchni i ztagczach GaN z krysztalami van der Waals’a i perowskitami, ktore
ze wzgledu na olbrzymi potencjal aplikacyjny w optoelektronice znajduja si¢ obecnie w centrum
zainteresowania zaro6wno $rodowisk naukowych jak 1 podmiotoéw komercyjnych.



